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PROVA — Materiais Eletroeletronicos - PROVA A
Atengdo:
e Proibido utilizar qualquer material de consulta sob pena de retirada de prova e atribuicdo de
nota “0”. Uso permitido apenas de calculadora cientifica (exclui-se tablets, celulares e

calculadoras graficas).

e Tempo de prova: 90 minutos. As respostas finais devem ser apresentadas a caneta para revisiao
da mesma em sala de aula. Boa Prova!

Gabarito de Respostas
(Utilizar no minimo 3 casas decimais nas respostas finais)

1. 2. Do 4. - 6.
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1. (Modificaod- Concurso-Metr6 2014) Cristal de silicio dopado com atomos pentavalentes e
trivalentes corresponde respectivamente a: (1,0 ponto)

a) Silicio Extrinseco Tipo P e Silicio Extrinseco Tipo N.
b) Silicio Intrinseco Tipo P e Silicio Intrinseco Tipo N.

) Silicio Extrinseco Tipo N e Silicio Extrinseco Tipo P.
d) Silicio Intrinseco Tipo N e Silicio Intrinseco Tipo P.
e) Silicio Intrinseco Tipo N e Silicio Extrinseco Tipo P.
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2. A estrutura cristalina CCC e CFC possuem respectivamente: (1,0 ponto)

7( 2 e 4 atomos na célula unitaria.
b) 4 e 2 atomos na célula unitaria.
¢) 2e2 atomos na célula unitaria.
d) 1 e 3 atomos na célula unitaria.
e) Nenhuma das anteriores.

3. No diagrama de bandas de energia, a regido onde existem o mar de elérons e de lacunas €
respectivamente nas: (1,0 ponto)

a) Bandas de valéncia e condugdo
b) Bandas de nivel intrinseco ¢ valéncia
c) Bandas de condugdo e nivel intrinseco
d) Bandas de Fermi e valéncia

):): Bandas de condugdo e valéncia

4. O capacitor encontra-se na regido de deplegdo quando: (1,0 ponto)

a) Acumula lacunas na interface Si- SiO».
b) Acumula elétrons na interface Si- SiO».
Y Acumulam elétrons e lacunas na interface Si- SiOx.
d) Nio acumula nenhum portador.
e) Quando a capacitancia € maxima.

5. Os espagos vazios em uma c€lula unitaria chamamos de: (1,0 ponto)

a) Estruturas cristalinas.

b) Estruturas desordenadas
Intersticios.

d) Estruturas aleatdrias

e) Instersticios aleatorios.

6. Quando um elétron passa de uma camada para outra, no modelo de Bohr ele emite: (1,0 ponto)

)J( Um foton de energia.
b) Uma energia intrinseca.
¢) Uma energia forte e se aniquila.
d) Dois fotons de energia.
e) Energia para o préton.
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7 Dada a curva CV abaixo, medida em um capacitor MOS quadrado de 200pum, determinar:

a) Espessura do 6xido de porta (xox) em centimetros (cm) (0,5 ponto)

b) Capaciténcia minima do silicio (Csimin) (0,5 ponto);

¢) Espessura de deplegdo méxima (dmax) em centimetros (cm) (1,0 ponto);
d) Concentragdo de Aceitadores (Na) (1,0 ponto).

Dados: Considerar KT/q= 25mV.

Constantes a serem adotadas, caso necessario:

e Carga do elétron (q) = 1,6x 102

o Permissividade do 6xido: (gox) =40x107* F/cm;

e Permissividade do silicio: (&si) =1,03x10""* F/cm;

e Densidade intrinseca de portadores SI (300K): ni= 1,45x10'° PEL/cm’;
e Constante de Boltzman (K)=8,62x10” eV/K;

e Adotar na primeira iteragdo Na= 5x10'° lacunas/ cm”.
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